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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に多行多列に配列された複数の第１のバンプを有する第１の半導体チップおよび表
面に多行多列に配列された複数の第２のバンプを有する第２の半導体チップのそれぞれの
バンプ形成面を対向させて形成される半導体装置において、
　前記第２の半導体チップは前記第１の半導体チップよりも平面形状が大きく、
　前記第１の半導体チップおよび前記第２の半導体チップのそれぞれの最表面に形成され
た保護膜の少なくとも一方は、平面視で前記第１の半導体チップの一部のみと重なってい
る開口部を有しており、
　前記開口部は、平面視で、前記複数の第１のバンプ及び前記複数の第２のバンプが形成
されているバンプ形成領域を内側に含んでおり、かつ前記第１の半導体チップの一方の端
部から他方の端部まで延伸していることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記第１の半導体チップに前記開口部が形成されている半導体装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の半導体装置において、
　前記第２の半導体チップに前記開口部が形成されており、
　前記第２の半導体チップに形成された前記開口部は、平面視で前記第１の半導体チップ
の外側まで延伸していることを特徴とする半導体装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関し、特に、バンプ電極によって半導体チップと半導体チップ
を含む電子部品とを対向させて接続し、バンプ電極部を絶縁性樹脂であるアンダーフィル
によって封止する半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体装置の高集積化、高速化に伴って、異なるチップ同士をバンプ電極によっ
て最短距離で接続するチップオンチップ(Chip-On-Chip：以後ＣＯＣ)接続技術が、異なる
ＬＳＩデバイス同士を、短開発期間かつ低コストで高速システム化することが可能な技術
として、実用化が期待されている。
【０００３】
　また、ＣＯＣ接続に使用されるチップにおいても、半導体装置の小型化、高機能化の需
要に伴い、他の素子への接続のためのピン数の増加が要求され、このことにより狭ピッチ
化、およびバンプサイズの縮小がなされている。このことは同時に、上下チップ間のギャ
ップ、バンプ同士の隙間のサイズが小さくなる為、バンプ、チップ間に封止する絶縁性の
アンダーフィル樹脂を注入する事が困難となる。また、樹脂内部に気泡（ボイド）が発生
しやすく、外部へ排出され難い、などの問題も生じてくる。
【０００４】
　更に、チップ表面を外部から保護する為にポリイミド（ＰＩ）などの絶縁膜を、バンプ
形成部以外のエリアに形成するが、この絶縁膜により上下チップ間のギャップが小さくな
ってしまうことや、絶縁膜に接するアンダーフィル樹脂の流動性が低くなることにより、
特に絶縁膜の段差部分でアンダーフィル樹脂の進入が止まってしまい、バンプ周囲にアン
ダーフィル樹脂が充填されないおそれがある。
【０００５】
　特許文献１には、互いに接続される上下チップ間にアンダーフィル樹脂が充填されるＣ
ＯＣ構造に関し、樹脂充填時にこのアンダーフィル樹脂内にボイドが発生することを防止
することを目的とした技術が開示されている。この技術によれば、通常、上下チップの間
隔が小さくなると、場所によりアンダーフィル樹脂の進入速度の分布が大きくなり、特に
チップ中央の領域ほど流れが遅く、外側の領域ほど流れが早くなる傾向にあるため、外側
の領域を進入するアンダーフィル樹脂の中央の領域への回り込みが発生し、空気を閉じこ
めてしまい、ボイドが発生するおそれがあるところ、各領域での樹脂の進行速度を揃える
ように調節し、ボイドの発生を防ぐことができる。
【特許文献１】特開２００３－３２４１８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、半導体装置を高度に小型化するためにさらに上下チップの間隔を小さくする
と、アンダーフィル樹脂の充填の際に、バンプ形成領域周囲での樹脂の流れが特に遅くな
り、バンプ形成領域周辺で気泡が混入してボイドが生じることがある。また、このバンプ
形成領域周辺に生じたボイドが、信頼性を評価するための温度サイクル試験などを行う際
に、膨張、収縮を繰り返してバンプ形成領域においてストレスをかけやすくなり、バンプ
形成領域の部分で接合された両半導体チップ同士が外れてしまうおそれがあることが本発
明者により確認された。
【０００７】
　この点につき、特許文献１に記載の技術では、ＣＯＣ構造中央の素子形成領域に閉じ込
められるボイドを回避することについては一定の解決がなされているが、バンプ形成領域
周辺で気泡が混入して生じるおそれのあるボイドについては何ら解決するものではなかっ
た。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る半導体装置は、表面に多行多列に配列された複数の第１のバンプを有する
第１の半導体チップおよび表面に多行多列に配列された複数の第２のバンプを有する第２
の半導体チップのそれぞれのバンプ形成面を対向させて形成される半導体装置において、
　前記第２の半導体チップは前記第１の半導体チップよりも平面形状が大きく、
　前記第１の半導体チップおよび前記第２の半導体チップのそれぞれの最表面に形成され
た保護膜の少なくとも一方は、平面視で前記第１の半導体チップの一部のみと重なってい
る開口部を有しており、
　前記開口部は、平面視で、前記複数の第１のバンプ及び前記複数の第２のバンプが形成
されているバンプ形成領域を内側に含んでおり、かつ前記第１の半導体チップの一方の端
部から他方の端部まで延伸していることを特徴としている。
【０００９】
　本発明の半導体装置によれば、第１の半導体チップ、電子部品のいずれか一方の保護膜
上のバンプ形成領域近傍に、第１の半導体チップおよび前記電子部品の間にアンダーフィ
ル樹脂を流し込むための開口部を設けることによって、バンプ形成領域においてアンダー
フィル樹脂が流れやすくなるので、半導体チップと電子部品との間に封止されるアンダー
フィル樹脂中のボイドの発生を抑制することができる。
【００１０】
　この半導体装置において、開口部を、バンプ形成領域を経由するとともに、この開口部
が設けられた半導体チップまたは電子部品の一方の端部から他方の端部まで設けることが
できる。
【００１１】
　この構成によって、バンプ形成領域においてアンダーフィル樹脂がさらに流れやすくな
るので、半導体チップと電子部品との間に封止されるアンダーフィル樹脂中のボイドがさ
らに発生しにくくなる。
【００１２】
　また、開口部を、バンプ形成領域を経由するとともに、この開口部が設けられた半導体
チップまたは電子部品の相手方の一方の端部から他方の端部までの領域に対応する領域よ
りも大きい範囲で設けるようにしてもよく、半導体チップおよび電子部品の両方に開口部
を設けてもよい。
【００１３】
　この構成によって、バンプ形成領域においてアンダーフィル樹脂がさらに流れやすくな
るので、半導体チップと電子部品との間に封止されるアンダーフィル樹脂中のボイドがさ
らに発生しにくくなる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、バンプ電極によって接続される半導体チップおよび電子部品の間に封
止されるアンダーフィル樹脂中においてボイドの発生を抑止した半導体装置を提供するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明に係る半導体装置の製造方法の実施形態について、図面を参照しながら詳
細に説明する。
　なお、図面の説明においては、同一要素には同一符号を付し、重複する説明を省略する
。
【００１６】
（第一実施形態）
　図１は、第一実施形態にかかる半導体装置の要部を示す図である。図１（ａ）は第１の
半導体チップの接合前のバンプ形成領域近傍を拡大して示す平面図であり、図１（ｂ）は
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電子部品としての第２の半導体チップの接合前のバンプ形成領域近傍を拡大して示す平面
図である。
【００１７】
　本実施形態の半導体装置は、表面にバンプを有する第１の半導体チップ１０および表面
にバンプを有する電子部品としての第２の半導体チップ２０のそれぞれのバンプ形成面を
対向させて形成される半導体装置において、第１の半導体チップ１０および前記電子部品
のそれぞれの最表面に形成された保護膜である絶縁膜１４，２４の少なくとも一方の中で
あって、バンプ形成領域１２，２２の近傍に、第１の半導体チップ１０と第２の半導体チ
ップ２０との間にアンダーフィル樹脂を流し込むための開口部１６，２６を設けたもので
ある。
【００１８】
　第１の半導体チップ１０および第２の半導体チップ２０は、図示しないが素子形成領域
（不図示）およびバンプ形成領域１２，２２を有し、それら領域を覆うように、層間絶縁
膜（不図示）が設けられて、さらにポリイミドなどの絶縁膜１４，２４を設けたものであ
る。　
【００１９】
　図１（ａ）に示したように、開口部１６はバンプ形成領域１２を経由するとともに、開
口部１６が設けられた第１の半導体チップ１０の一方の端部から他方の端部まで設けられ
るものである。一方、図１（ｂ）に示したように、開口部２６はバンプ形成領域２２を経
由するとともに、開口部２６が設けられた第２の半導体チップ２０の相手方である第１の
半導体チップ１０の一方の端部から他方の端部までの領域に対応する領域よりも大きい範
囲で設けられるものである。また、第１の半導体チップ１０は、第２の半導体チップ２０
の素子搭載領域２８において、互いのバンプ形成領域１２，２２を重ね合わせるようにし
て接続される。
【００２０】
　図２は、本実施形態の半導体装置において両半導体チップ同士を接続してＣＯＣ構造と
したときの要部を示す平面図である。図２において、半導体装置は、第２の半導体チップ
２０の上の素子搭載領域２８上に、バンプ形成面が対向するように、第１の半導体チップ
１０が搭載されており、アンダーフィル樹脂３０によって封止されているバンプ形成領域
３２と、アンダーフィル樹脂３０によって封止されている開口部３６とを有している。ま
た、図３（ａ）は図２のＣＯＣ構造におけるＡ－Ａ’断面図であり、図３（ｂ）は図２の
ＣＯＣ構造におけるＢ－Ｂ’断面図である。
【００２１】
　このＣＯＣ構造において、第１の半導体チップ１０および第２の半導体チップ２０の間
には、アンダーフィル樹脂３０が封止される。より詳細には、図３（ａ）および図３（ｂ
）に示したように、第１の半導体チップ１０の絶縁膜１４と第２の半導体チップ２０の絶
縁膜２４との間はアンダーフィル樹脂３０によって封止される。また、第１の半導体チッ
プ１０の開口部１６および第２の半導体チップ２０の開口部２６の両方で重なることによ
り形成される開口部３６では、前記バンプ形成領域１２，２２においては第１の半導体チ
ップ１０に形成されるバンプ１３および第２の半導体チップ２０に形成されるバンプ２３
が対向するとともに、バンプが形成されない部分では空間ができるため、アンダーフィル
樹脂３０が封止される。図３（ａ）において、バンプ２３は、２列、３列、２列の構成で
配列されているが、特にこの配列に限定されるわけではなく、必要に応じて所望の配列で
構成することができる。
【００２２】
　ここで、バンプ同士が接続された第１の半導体チップ１０および第２の半導体チップ２
０の間へのアンダーフィル樹脂３０の封止について説明する。
【００２３】
　図４～図７は、アンダーフィル樹脂が封入される様子を段階的に示す図である。なお、
図中では、説明を簡略するために、第１の半導体チップ１０の表記を省略して、第２の半
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導体チップ２０の表面に樹脂を流し込むように表記するが、実際には第１の半導体チップ
１０側でも同様に樹脂が流れ込んでいく。
【００２４】
　図４では、樹脂３１が素子搭載領域２８の一つの端部の絶縁膜に設けられる樹脂流入部
に塗布され、樹脂の導入が開始される。なお、この際、樹脂３１が溶融状態になる程度に
加熱することで樹脂３１の流し込みが容易になる。図５では、樹脂３１が毛細管現象によ
り素子搭載領域２８の反対側の端部に向かって流れ出し、絶縁膜２４の表面および開口部
２６には樹脂３１が充填していく。図６では、樹脂３１はバンプ形成領域２２にも流動し
、さらに素子搭載領域２８内の絶縁膜２４および開口部２６を樹脂３１が充填していく。
図７では、樹脂３１が素子搭載領域２８全体を充填して、樹脂の導入は終了し、この樹脂
を加熱硬化処理することによりアンダーフィル樹脂３０になる。
【００２５】
　なお、樹脂３１が素子搭載領域２８の中を流動する際に、特にバンプ配列間隔が狭ピッ
チである場合に、開口部２６の樹脂の進行方向の下流側に空気が残存することがあるが、
開口部２６の端部が素子搭載領域２８の内部に埋もれているのではなく、素子搭載領域２
８の端部まで到達しており、第１および第２の半導体チップの接続面の端部に対して開放
状態にあるため、この空気は加熱硬化処理する前に、脱法処理、例えば真空脱法処理を行
うことで容易に取り除くことができる。また、図示しないが、第１の半導体チップ１０の
開口部１６の中に空気が閉じこめられたときも同様に、この空気を加熱硬化処理前の脱法
処理にて容易に取り除くことができる。
【００２６】
　上述した本実施形態の構成によって、バンプ形成領域においてアンダーフィル樹脂が流
れやすくなるので、半導体チップと電子部品との間に封止されるアンダーフィル樹脂中の
ボイドの発生を抑制することができる。
【００２７】
（第二実施形態）
　図８は、第二実施形態にかかる半導体装置の要部を示す図である。図８（ａ）は第１の
半導体チップの接合前のバンプ形成領域近傍を拡大して示す平面図であり、図８（ｂ）は
電子部品としての第２の半導体チップの接合前のバンプ形成領域近傍を拡大して示す平面
図である。
【００２８】
　本実施形態の半導体装置では、前記第一実施形態にかかる半導体装置において、図８（
ａ）に示した第１の半導体チップ１０の絶縁膜１４の中に設けられた開口部１７が、バン
プ形成領域１２を経由して第１の半導体チップ１０の端部から端部まで設けられているの
ではなく、バンプ形成領域１２の上のみに設けられた以外は、第２の半導体チップ２０な
どの他の構成およびアンダーフィル樹脂の封止は第一実施形態と同様である。
【００２９】
　このように構成しても、図８（ｂ）に示したように、第２の半導体チップ２０に形成さ
れた開口部２６が、バンプ形成領域２２を経由するとともに、この開口部２６が設けられ
た第２の半導体チップ２０の相手方、すなわち第１の半導体チップ１０の一方の端部から
他方の端部よりも大きい範囲で設けられている。したがって、開口部２６の端部が素子搭
載領域２８の内部に埋もれているのではなく、素子搭載領域２８の端部まで到達しており
、第一実施形態と同様に、第１および第２の半導体チップの接続面の端部に対して開放状
態にあるため、開口部１７，２６のいずれの領域において空気が閉じこめられたとしても
、この空気は加熱硬化処理する前に、脱法処理、例えば真空脱法処理を行うことで容易に
取り除くことができる。また、第一実施形態の半導体装置と比べて、保護膜となる絶縁膜
の開口部分が小さくなるため、保護される面積を増やすことができ、半導体装置の信頼性
がさらに向上する。
【００３０】
（第三実施形態）
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　図９は、第三実施形態にかかる半導体装置の要部を示す図である。図９（ａ）は第１の
半導体チップの接合前のバンプ形成領域近傍を拡大して示す平面図であり、図９（ｂ）は
電子部品としての第２の半導体チップの接合前のバンプ形成領域近傍を拡大して示す平面
図である。
【００３１】
　本実施形態の半導体装置では、前記第一実施形態にかかる半導体装置において、図９（
ｂ）に示した第２の半導体チップ２０の絶縁膜２４の中に設けられた開口部２７が、バン
プ形成領域２２を経由して、相手方である第１の半導体チップ１０（図９（ａ））の端部
から端部までより大きな幅で設けられているのではなく、バンプ形成領域２２の上のみに
設けられた以外は、第１の半導体チップ１０などの他の構成およびアンダーフィル樹脂の
封止は第一実施形態と同様である。
【００３２】
　このように構成しても、第１の半導体チップ１０に形成された開口部１６が、バンプ形
成領域１２を経由するとともに、この開口部１６が設けられた第１の半導体チップ１０の
一方の端部から他方の端部までの範囲で設けられているため、開口部１６の端部が第２の
半導体チップ２０の素子搭載領域２８の内部に埋もれているのではなく、素子搭載領域２
８の端部まで到達することになり、第一実施形態と同様に、第１および第２の半導体チッ
プの接続面の端部に対して開放状態にあるため、開口部１６，２７のいずれの領域におい
て空気が閉じこめられたとしても、この空気は加熱硬化処理する前に、脱法処理、例えば
真空脱法処理を行うことで容易に取り除くことができる。また、第一実施形態の半導体装
置と比べて、保護膜となる絶縁膜の開口部分が小さくなるため、保護される面積を増やす
ことができ、半導体装置の信頼性がさらに向上する。
【００３３】
　本発明によれば、微細で狭ピッチなバンプ配列を持ち、均一な速度でアンダーフィル樹
脂を充填することが困難なＣＯＣ構造を有する半導体装置であっても、接続する半導体チ
ップおよび電子部品の間に封止されるアンダーフィル樹脂中においてボイドの発生を抑止
した半導体装置を提供することができる。
【００３４】
　なお、前述した実施形態では、第１の半導体チップとは異なる第２の半導体チップを電
子部品として含み、かつ、半導体チップ同士でＣＯＣ構造を形成する半導体装置について
説明したが、これに限定されるものではなく、一方が半導体チップ以外の電子部品、例え
ば電極を備えたインターポーザ、回路基板などのバンプが表面に形成され、最表面に保護
膜が形成されるものと、半導体チップとの積層構造で形成される半導体装置においても、
同様の効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】第一実施形態にかかる半導体装置の要部を示す図である。
【図２】本実施形態の半導体装置において両半導体チップ同士を接続してＣＯＣ構造の要
部を示す平面図である。
【図３】図２のＣＯＣ構造におけるＡ－Ａ’およびＢ－Ｂ’断面図である。
【図４】アンダーフィル樹脂が封入される様子を示す図である。
【図５】アンダーフィル樹脂が封入される様子を示す図である。
【図６】アンダーフィル樹脂が封入される様子を示す図である。
【図７】アンダーフィル樹脂が封入される様子を示す図である。
【図８】第二実施形態にかかる半導体装置の要部を示す図である。
【図９】第三実施形態にかかる半導体装置の要部を示す図である。
【符号の説明】
【００３６】
１０　第１の半導体チップ
１２　バンプ形成領域
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１３　バンプ
１４　絶縁膜
１６，１７　開口部
２０　第２の半導体チップ
２２　バンプ形成領域
２３　バンプ
２４　絶縁膜
２６．２７　開口部
２８　素子搭載領域
３０　アンダーフィル樹脂
３１　樹脂
３２　バンプ形成領域
３６　開口部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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